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【はじめに】GaInN/GaN 量子井戸では格子不整合に起因したミスフィット転位の発生やピ
エゾ電界による量子閉じ込めシュタルク効果により発光効率が低下する[1]。一方、GaN 系
ナノワイヤは貫通転位密度の抑制や高い光取り出し効率、さらに非極性面の利用が可能で
あることから、優れた発光特性を有する光デバイスの実現が期待されている。そこで、本
研究では、成長温度、成長圧力等の成長条件を変化させたときの GaN ナノワイヤの形状や
均一性への影響を調べたのでその結果を報告する。 
【実験方法】 
規則配列ホールパタンニングが施された Al0.03Ga0.97Nテンプレート基板上にMOVPE法を

用いて GaN ナノワイヤ及び GaInN 系量子殻の成長を行った。制御パラメータとして 950℃
~1100℃の成長温度と 200mbar~380mbar の成長圧力を用いて実験した。結晶構造と光学特性
の評価として、SEM 観察、EBSD（電子線後方散乱回折）測定、XRD 測定、CL 測定を行っ
た。 
【結果と考察】 
成長パラメータに依存した GaN ナノワイヤの形状(a)と成長速度比(b)を調べた結果を

Figure 1 に示す。成長速度縦横比（vertical-to-lateral growth rate）が 4.5 と高いサンプル III は
成長温度 1030℃、成長圧力 250mbar で異常成長もほとんど観測されずナノワイヤの形状と
均一性も優れていることが観察された。一方、成長速度縦横比が 0.8 と遅いサンプル II や
IV の場合、異常成長が著しく多いことが分かった。これらの結果は、ナノワイヤの{11

_

01} 
m-plane 成長速度（横方向成長速度）が{0001} c-plane 成長速度（縦方向成長速度）より遅い
場合、ナノワイヤの形状制御に有効であり、異常成長の低減も可能であることを示唆する。 
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Figure 1 (Color online) (a) Effect of growth condition on morphology of the n-GaN NWs 
structures. Figure 1(b) shows lateral (m-plane) and vertical (c-plane) growth rate as a function of 
growth condition. 
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